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Fig.1(左) FePt (20 nm) / MgO (3 nm) / GaAs基板のTEM像とRHEEDパターン、(右) MgO(1 
nm)サンプルのFePtの面直磁化ヒステリシス 








































ン緩和時間400  psecを得た。意義：実践的なスピントランジスタ構造でのスピン注入・輸送・検出を実現 
Fig.3(左) 2DEG膜構造とドーピング濃度、(中)電気的スピン注入・検出測定概略図、(右)スピ
ン注入電流+50 µAにおける電圧シグナルの面内磁場応答 
